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 論文審査の結果の要旨
 ゲルマニュームやシリコンにアンチモン等の不純物を一様にドープすると伝導はホッピング型
 から複雑な中間濃度領域を経過して縮退半導体としての金属型伝導迄濃度の増大と共に変化して
 いくが,特に金属一非金属転移近傍の濃度では複雑な様相を示し,金属一非金属転移の最も代表
 的例として古くから多くの研究がなされているが依然,その本質は解明されていない。
 佐宗提出の論文は,この問題を高濃度金属域でよい近似である一体不純物散乱模型に立脚して、
 その立場でどこまで金属一非金属転移近傍の異常性質が説明できるかを詳細に調べたものである。
 先づ一体散乱のポテンシャルを決める電子遮蔽が散乱と矛盾なく決められねばならぬという立場
 を厳密に適用して第一ボルン近似及び厳密解を電子間相互作用をコーンーシャムの近似で取入れ
 る立場で求めて従来行なわれてきたトーマスーフェルミの近似と比較し,伝導帯の底が多谷に
 なっている場合には本質的な相異が存在するが,一谷(これはゲルマニュームでも一軸性圧力を
 加えることにより実現される)の場合には相異は少ないことを調べた。次に、各伝導帯に強い畏
 方性があることの遮蔽への効果をランダム位相近似の範囲で求め,特に一谷の場合に重要な効果
 を持つことを確かめた。更に多くの不純物からの多重散乱の効果をCPA近似の範囲で評価し、
 やはり一谷の場合,重要な寄与をすることを得た。以上各効果をすべて'考慮することにより、多
 谷の場合は臨界濃度の10倍,一谷の場合はそれよりかなり低い濃度以上の濃度では,抵抗,ホー
 ル効果の特徴ある温度変化、濃度依存性が絶対値まで含めてよく説明されること,又臨界濃度近
 傍では絶対値は合わなくなるが、特徴的温度変化は非常によく再現することが得られた。この差
 は、不純物クラスター効果によると思われ,るが、本論文ではクラスターによるII1]在状態の存在確
 率を求めてそれを局在モーメントの実験と比較して、従来の孤立不純物模型よ1)実験とより良く
 合うことを示し、クラスターの重要性を示した。
 以上,佐宗は従来に比して飛躍的に精密な緒計算を行うことにより,不純物伝導の従来の考え
 をくつがえす種々の新しい重要な知見を得ることに成功し、この方面の研究に重要な寄与をなす
 と共に自立して研究活動を行なうに必要な高度の研究能力と学、識を有することを・Fした。よって
 佐宗提出の論文は理学博七の学位論文として合格と認める。
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